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Однако помимо отдельных компьютеров отдельных пользователей современные
вычислительные системы включают и серверные компьютеры (серверы). При этом под
аппаратной часть сервера понимается ЭВМ или специализированное компьютерное
оборудование, предназначенное для выполнения определённых сервисных функций,
а под его программной частью — программное обеспечение для обработки запросов
клиентов (отдельных пользователей).

Первые наблюдения за работой серверов частного предприятия Минска показали,
что формы для сбора и обработки результатов наблюдений за работой компьютеров
отдельных пользователей, которые использовались в работах [1-3], применительно
к серверам нуждаются в корректировке. В докладе рассматриваются направления такой
корректировки и обсуждаются результаты заполнения предложенных
скорректированных форм для сбора информации о простоях серверов.
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ТЕСТОВАЯ ОЦЕНКА ОГНЕСТОЙКОСТИ ЭКРАНОВ ЭМИ

Г.А. ВЛАСОВА, С.Л. ИЛЬЮЩЕНКО, Н.Н. НОВИК, Л.И. ПАНЬКОВА, Д.Т. СОЛОВЕЙ

В данном докладе представлены основные результаты по исследованию
самозатухания материалов экранов электромагнитного излучения на основе различных
наполнителей.

В основу методики положено использования открытого пламени газовой горелки
на расстояниях от материала образца 15–150 мм на открытом воздухе. Температуру
на обратной стороне образца от пламени контролировали с использованием тепловизора.
Размеры образцов составляли от 20 мм2 до 0,5´0,5 м2. Процесс взаимодействия открытого
пламени горелки контролировали с использованием видеоаппаратуры.

Показано, что в зависимости от состава материала экрана, возможно сохранение
экранирующих свойств в пределах до 30% при обработках в открытом горении до 2 мин
(волокнистые материалы с водосодержащим наполнением).

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЧ-ХАРАКТЕРИСТИК И СТРУКТУРЫ
МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ,

СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

Л.Г. ЛИТВИН, В.А. БОГУШ

В связи с развитием передовых технологий необходимость в новых
функциональных материалах значительно увеличивается. Перспективным является
синтез композиционных радиопоглощающих материалов, содержащих металлические
кластеры. Достаточно простым и доступным является метод химического синтеза
металлов из водных растворов их солей.

Ультрадисперсные частицы в матрице полиакрилонитрильного волокна
формируются путем химического восстановления металла из водного раствора
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с использованием в качестве катализатора центров металлизации, состоящих
из кластеров самого осаждаемого металла. Никель, кобальт и медь выбраны в качестве
осаждаемых металлов, учитывая химические и физические свойства их малоразмерных
кристаллов.

Установлено, что синтезированные материалы обладают экранирующими
свойствами, причем эффективность экранирования повышается с увеличением частоты
ЭМИ в диапазоне частот от 8 до 12 ГГц. при этом коэффициент отражения
для никельсодержащих волокон составляет от –3 до –8 дБ, а коэффициент передачи
обратно пропорциональный общей эффективности экранирования равен от –5 до –15 дБ.
Коэффициент отражения для кобальтсодержащих волокон составляет от –3 до –10 дБ,
а коэффициент передачи равен от –6 до –18 дБ. Величина коэффициента передачи
полученных медьсодержащих материалов в этом диапазоне в среднем равна –7 дБ,
при этом значение коэффициента отражения материалов не превышает –8 дБ.

Методом дифракции рентгеновского излучения показано, что ПАН волокна после
сорбции ионов металлов имеют рентгеноаморфную структуру, и подтверждено наличие
соответствующих металлических кластеров на поверхности синтезированных образцов.

Полученные характеристики волокнистых металлосодержащих материалов
свидетельствуют о перспективе их использования в качестве гибких поглотителей ЭМИ,
экранов ЭМИ, элементов приборов экологической безопасности и защиты информации.

БЕСШАБЛОННАЯ ЛИТОГРАФИЯ КАК ФАКТОР УСКОРЕНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ

И.Л. БАРАНОВ, А.Г. ЧЕРНЫХ, А.С. ТЫМОЩИК

Повышение конкурентоспособности требует существенного сокращения сроков
проектирования и изготовления специализированных ИС при разработке новейших
интеллектуальных защитных электронных систем. Мелкосерийность, как особенность
производства таких пилотных проектов, не позволяет изготавливать их на обычном
крупносерийном производстве, которому это экономически невыгодно.

Решением этой проблемы может являться использование существующих хорошо
освоенных и доступных на рынке базовых матричных кристаллов с их богатыми
библиотеками элементов объединенных дополнительными уровнями металлизации
в единую систему. Создание таких систем на пластине позволяет увеличить скорость
изготовления пилотных изделий, снизить стоимость, значительно увеличить
их быстродействие и надежность.

Учитывая это необходимо разрабатывать другие технологии, которые обеспечивают
соединение не только годных, но и частично годных, а также резервных ячеек, исключив
использование фотошаблонов. Это достигается разработанной нами новой технологией
создания систем на пластине, использующей уникальные возможности
непосредственного формирования рисунка на кремниевой пластине, с помощью
генератора изображений ЭМ-5299. Проводимая в настоящее время модернизация
лазерного генератора изображения увеличивает поле экспонирования до 200´200 мм
при минимальном размере элемента меньше 0,5 мкм и точности их размещения лучше
50 нм.

Исключение шаблонов и непосредственное формирование рисунка по всей
поверхности пластины позволяет лишь только с помощью программного обеспечения
управления работой генератора изображений создать для каждой пластины свои
нестандартные соединения годных и частично годных с учетом их расположения.

Таким образом, представленная технология проектирования, использующая
применение готовых базовых матричных кристаллов совместно с бесшаблонной




